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Principios Bésicos del invento

El invento se refiere a un dispositivo de dis-
tribucibn de sefial, y mds particularmente, 2 un dispositi-
vo de distribucidn de sefial controlado por memoria para pro-
porcionar sefiales temporizadas con precisibén de acuerdo con
una pauta de datos almacenados predebterminada.

En sistemas de tratamiento de informacidn en

- gran escala, un problema importante es el sincronismo que

esté usualmente proporcionado por impulsos de sincronismo o

de reloj temporizados con precisidén. Estos impulsos de sin-

cronismo temporizados con precisidén deben ser transmitidos

desde la fuente de impulsos de sineronismo hasta lus medios
de uﬁilizacién por intermedio de algln tipo de medio Ge
transmisidn, tai,éomé por cables. Los cables o unidades 16~
gicas a través de las cuales se transmiten los impulsos de
gincronismo introducen diversos retardos. Por ejempio, una
longitud mayor de cable introduciréd un retardo més grande que

una longitud més corta. Este retardo introducido por el ca-

ble o los circuitos ldgicos es conocido como "sesgo". Para

eliminar el problema del sesgo se ha ajustado anteriormente
el cebleado en un sistema de tretsmiento de informacidn. Es
decir, se ha introducido un retasrdo de slgin tipo en las ion-
gitu@es de cable més cortas pare retardar ioé impulsos de

sincronismo hasta que estén en una relacidén de tiempo preci-
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sa con los impulsos que se transmiten por el cable més lar-
go: Esto ha requerido el ajuste de un gren nimero de cables
lo cusl es un proceso que requiere tiempo. La introduccidn
de circuitos pasivos de sjuste se ha complicado adicional-
mente por las técnicas mds recientes en electrénica que ha-
cen posible ls integrscidn en gran escsla. Los puntos de me-
dida pera obtener y medir sefiales son shora relativemente
inaccesibles de modo que no pueden medirse los diversos re-
tardos ni pueden introducirse fécilmente retardos para com-
pensar el efecto de sesgo.

En conformidad, un objeto del presente invento
es crear un dispositivo de distribucidn de seflal de sincro-
nismo que esté controlsdo por una paute almacenada.

Un objetq edicional del presente invento es
crear un dispositivo'de distribucidén de sefial de sincronis-
mo controlado por memoria que tiene le capacidad de propor-
cioner impulsos de sincronismo en instentes predeterminados
de scuerdo con un ajuste predeterminado.

Otro objeto del presente invento es crear un

dispositivo de distribucidn de sefial de sincronismo contro-
ledo por memoris én el cual las entradas de sefial pueden com-

binsrse pars proporcionar una longitud de impulso predetermié

nadea.

Breve Resumen del Invento
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Brevemente, el invento comprende un dispositi-
vo de distribucidn de sefial controlado por memoria en el
cual una pluralidad de sefiales de entrads pueden conectar-
se a una pluralidad de salidas de acuerdo con una pauta de
distribucidn predeterminada. El sistema incluye un conjunto
ordenado de conmutadores conectados entre cada una de las
entradas y cada una de las salidas en donde una celda de me-
moria estd conectada a cada uno de los conmutadores. Se ha-
bilitan medios para escribir una sefisl en cada una de las
celdas de memoria, cuyas seflal es determinativa del estado
del respectivo conmutador y se habilitan medios de lectura

para leer la sefial de la memoria para abrir o cerrer ¢l con-

mutador de punto de cruce de acuerdo con la sefial almacena-

da conectando asi una cuzlquiera de las entradas a une cual-
quiera o més de la pluraslidad seleccionada de salidas.

Los precedentes y otros objetos, caracteristi~
cas y ventéjas del invento se pondrén de manifiesto por la
siguiente descripeidn més particuler de realizaciones prefe-
ridas del invento, como se ilustra en los dibujos que se

acompeailan.,

Breve Descripcidn de los Dibujos

La figura 1 es un diagrams de bloques que repre-

senta las funciones del sistema de distribucidn de sefial de
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.sincronismo.

La figurs 2 es un diagrama de sefisles en fun-
cidén del tiempo que representa los impulsos de sincronismo
necesarios para el funcionamiento del sistema de distribu-
cidn de sefial de sincronismo.

La figura 3 es un disgrama de bloques que re-
presenta el conjunto de la figura 1 con mis detalle.

La figura 4 es un diagrama esquemético de cir-
cuito que representa los circuitos de la celda de nemoria
v las puertas "Y" con los pasos separadores de impuléos de
sincronismo de salida. .

La figurs 5 es un diagrama de blogues del meca-
nismo de acceso para el sistema de distribucidn de sefial re-

presentado en la figurs 1.

La figura 6 es un diagrams de circuito que re-
presenta el descodificador de palabra identificado como

WDy - WD, en la figura 5.
Le figura 7 es un diasgrame de circuito que re-

presenta el descodificador de bitio identificado como las

bloques BDO"BDla de la figura 5.

Descripeidén Detallada de las Reslizaciones Preferidas

' Con referencia a las figurass 1 y 3, puede verse

que el "corazén" del sistema es un conjunto 1O de 12x14 con-
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mutadores 12 de puntb de cruce. Cada conmutador 12 de pun-
to, de cruce tiene una celda 14 de memoria asociasda con el
mismo. La celda 14 de memoria es capaz de controlar el con-
mutador 12 de punto de cruce de acuerdo con el contenido de
las celdas de memoria individuales. La funcibén del conjunto
10 puede verse mejor en la figura 3 en donde el conmutador

12 de punto de cruce esté representado funcionalmenﬁércomo
dos puertas "Y" 16 y 18 independientes. Cada una de las puer-
tas "Y" 16 y 18 estan controladas por la celda 14 de memo-

ria. Las entradas Xa y Xa’ de sincronismo estén aplicadas s

las puertas "Y" 16 y 18 individusles (figura 3) y pasan a
" través de ellas dependiendo del contenido de la celda 14 de

memoria. Si la celda de memoria contiene un "1", la puerta

"Yy" 16 superior, en este caso, produciré uns salids "1" pues~
to que ambas en%radaé a la puerta "Y" 16 son idénticas. Es
decir, Xa = "1" y el "1" almacenado en la celda l4 de memo-
rie estén aplicados smbos & la puerta "Y" 16 superior. La
salida 20 positiva o de nivel alto procedente del conmutador
de punto de cruce estéd epliceda & la linea 22 de columns Ya,
Al mismo tiempo. Iasefial "1" contenida en la celda 14 de me-
moris y unsentrada "O" presente sobre la linea Xa’ estén
aplicadas el otro circuito "Y" 18 produciendo la sefisl "O"

o salida complementaria sobre la linea 24, Las otras entra-
das Ké y X8’ de impulso de sincronismo procedentes de los

obros circuitos "Y" de conmubtador de punto de cruce sobre la
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.misma columna estdn conectadas puntualmente en configura-

cidén "O" sobre 1ls linea 22 de columns Ya y sobre le lines

26 de columna Ya’, respectivamente. Las sslidas a y &’ de
sincronismo estén tomadas de las respectivaes lineas 22 y 26
de columna Yea y Ya’. Puesto que el conjunto 10 es un conjun-
to de 12x14, se requiere que estén conectadas puntualmente
en configuracién "O" doce salidas 20 y 24 de conmutador de
punto de cruce a cada una de las lineas 22 y 26 de columna
Ya y Ya’, respectivemente. EL conjunto 10 tiene catiorce co-
lumnas 22, 26 cada una de las cuales tiene doce enﬁréaas de
gincronismo emparejadas aplicadas a ellss. Puede escribirse
en las celdas 14 de memoria econtenidas en el conjunts 10 me-
diante le combinascidén del excitador 28 descodificador de ps-
labra, el excitador 30 descodificador de bitio y el regis-
tro %2 de desplszamiento. Los datos de direccidén son despla-
zados en el registro 32 de desplaszamiento por los impulsos
ly2de désplazemiento. La direccidn es leids en paralelo
del registro 32 de desplazamientoj siendo introducidas las
cuatro 4ltimas posiciones en el excitador 30 descodificador

de bitio y siendo introducidas les custro primeras posicio-

‘nes en el excitador 28 descodificador de palabra.'La salids

del excitador 28 descodificador de palabra consiste en doce
pares de sefiales XA y XA. Estos pares de seflales de entrada
aplicadas sl conjunto 10 determinan la fila en el conjunto

en la cual esté situads lé ¢elda 14 de memoris galecclonsdi.,
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Similarmente, el excitador 30 descodificador de bitio pro-~
pprcidﬁa las salidas YA de bitio que esencialmente seleccio-
nén la columna en el conjunto 10 que corresponde a la di-
reccidn. Por supuesto, la celda 14 de memoria y el conmuta-
dor 12 de punto de cruce situasdo en la interseccidn de la
fila-y columna seleccionadas corresponden a la direccidn de
memoria. Los pares & y a’ de sefiales de sincronismo/deren-
trada estén aplicados sl excitador 34 de sefial de sincronis-

mo cuya salida aplica los impulsos de simcronismo en pares

Xa, Xa’ a los conmutsdores de punto de cruce. El conmuiador

‘de punto de cruce que bLiene una celda l4 de memoria asocia-

ds con &1, gue contiene un "1", esteréd en el estadc cerrado

~ de modo que el impulso de sincronismo positivo pasari a tra-

vés del mismo y apareceré en la salids como una sefiel g de

"sinéronismo positiva y la sefial a’ de sincronismo complemen-

taria; Puede verse, por lo anterior, que la operacidn con-
siste en tener acceso a y escribir un bitio a la vez. Por
cohsiguiente, se requieren 168 operaciones de escritura'pa-
ra éompletar'la pauta de distribucidén total. Una vez que han
sido desplazedos los datos de direccidn el registro 32 de
desplazamisnto, la lines de habilitacidn de escritura toma

nivel alte y son escritos los datos de escriturs a través de

- los descodificadores 28 y 30 de palsbres y de bitio. Los da-

tos de direccidén tienen una longitud de ocho bitios y en el

intervelo de ocho bitios el registro 32 de desplazamiento es-
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t& dando nivel alto total a la linea de habilitacidn de

escritura. En este intervalo, se tiene acceso al conjunto

v estd dispuesto para almscenar un "1" légico o un "O" 14-
gico dependiendo de si estd aplicado un "1" 1ldégico o un "O"
16gico a la linea de datos de escritura. El intervalo para
escribir un bitio en el conjunto es igual.a 9T donde T es
el periodo de sincronismo de desplazamiento (véase la figu-
ra 2). Es necesario un intervalo de 1512T para complebtar la
escritura de los 168 bitios en el conjunto 10. Por supuesto,
un "1" 1ldégico almacenado en la celda 14 de memoria signifi-
ca que el conmutador 12 de punto de cruce asociado esté ce-
rrado, lo cusl proporciona un camino entre une entrada de
gincronismo y una salida de sincronismo. Por el cohtrério,
un "O" légico significa que el conmutador de punto.de'bruCe
esté abierto y elvcamino estd desconectado. Vespués que se
ha escrito la pauta de distribucibn, son distribuidas las
sefiales a, &’ de.sincronismo s través de los conmutadores
12 de punto de cruce simplemente dendo nivel alto & la linea
de habilitaeidn de sincronismo mientras se mantienen a ni-
vel bajo todas las demds lineas de control. Durante el pe-
riodo de eseriture (sefial de habilitacién de sincronismo s

nivel bajo), todes las selidas de sincronismo permenecen en

egtedo 1lbgico "O" independientemente de si las sefiales de

sincronismo estén aplicadss o no a la entrada de sincronis-

mo. En otres palsbras, les salidas no son afectadas por la
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operacidén de escritura. Durante el periodo de lectura con
nivel alto en la sefial de habilitacidn de sincronismo y ni-
vel bajo en la linea de habilitacidbn de escritura, los es-

tados logicos de la salida de sincronismo siguen a los de

'1la entrads de sincronismo. Los datos de direccidn en el re-

gistro %2 de desplazamiento no tienen efecto sobre la pauta
de distribucidn del conjunto y de este modo no tieneﬂ:efec—
to sobre las salidas de sincronismo. Cusndo el sistema se
utiliza estrictamente pars distribucidn, solamente esﬁé al-
macenado como "1" légico un bitio por columna. Los otros bi-
tios son todos "ceros' logicos. Cuando se desea proporcio-

nar diversos anchos de impulso, el conjunto puede simacenar

més de un bitio de estado 1légico "1" en una columna. Puesto

que cada entrada esté conectada a una columna por la funcidn
"o", pueden producirse diversos anchos de impulso climentan~

do diversos impulgos de sincronismo en las entradas de sin-

~ eronismo pars la misma columna. El ancho del impulso de sa-

1ida dependerd de los anchos y separacidén de los impulsos de
sincronismo de entrada.

El circuito del conjunto estéd representado esque

méticamente en la figura 4. Los transistores Tl, T2, T3 y T4
con las resistencias Rl y R2 de colector forman una celde 14
de memoria. La salide de la celda 14 estd conectada & un par
de coﬁmutadores 16, 18 de punto de cruce que actilan como dos

puertas "Y" de entrads de ldgica positiva como se representa

6-2-75 : T
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en la figure 3. El conmutador de punto de cruce esti divi-
dido en dos partes, las puertas 16 y 18 de entrada y los
pasos 40 y 41 separadores de salida. Cada una de las puer-
tas de entrada consiste en los transistores T5 vy T6 y las
resistencias R3 y R4. Cada uno de los pasos separadores de
salida se compone de los transistores 7, T8 y 79 y las re-
sistenciss R5, R6, R7 y R8. La combinacidén de la celda 14
de memoria y el par de puertas 16 y 18 de entrada se.éénoce
como celda dé conjunto. Los estados légicos de 1la ceida 14
de memoris estén definidos como T2 en conduccidén (T1 en es—
tado de corte) = estado légico "1" y T2 en estado de corte
(Tl en conduccibn) = estado 1égico "O", Con el fin de eg- .
cribir los dstos en la celds de memorié, se eleva‘e} p;vel,
de la lines YA y se aplicen entradas complementarias g_las
lineas XA y XZ. se elmacens un "1" 1égico cuando XA tiene
nivel alto y XX tiene nivel bajo. Cusndo XA tiene niﬁel ba-
jo y XX tiene nivel alto, se almacena un "O" ldgico.

Cuando la celda de hemoria almacena el estado
"O", el par de selidas de sincronismc (¢ y u’} PulinalGC el
siempre con nivel bajo y no son afectadas por las entradas
Xa y Xa’. Las sslidas de sincronismo seguirén 2 las entradas
cusndo la celda dé memoria almacena el estsdo 1léglco "1", En-
la figura 4 puede verse el circuito especifico de celda de
memovia. Cuendo la celda de memoriaz almacens el estado légi-

co "0", T2 estéd en estado de corte (Tl estd en conduccidn)
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17 su colector tiene tensién alta. Esto hace que T5 esté en

estado de corte independientemente de si T6 esta én conduc-
cién o en estado de corte. Pﬁesto que T5 esté en estado de

corte, la base de T8 tiene tensidn alta Y el mismo transis-
toér T8 eésté en conducc1on, lo cual hace en consecuencia que
tenga nivel de ten51on bajo la salida delsegu1dorT9 de emi-

sor, es decir, la salida a de 51ncronlsmo. Ocurre lo mismo

- para prodi8ir la otra salida a’ de s1ncronlsmo.

Cuando T2 estd en conduccidn y T1 esté nn esta~
do de corte (condicién para un almacensamiento "1" en el clr—'

ciito) el colector de T2 tiene tensidn baja y en consecuen-

-cis D5 estd en estado de conduccidn o en estado de corte de-

o pendiendo del estado de 76, Cuando Xs tiene nivel alﬁo; in-

dicando uns entrads "1", T6 esti en estado de corte. Por

, con31guiente, la entrada de base a TS5 tiene nivel alto y T5

estd, en consecuencia, en estado de conduceidn. El colector

- de T5 eh el estadd de conduceidn tiene tensidn bsja y en con-

- secuencies tiene tensidn bsja. la entrada aplicada a 18 hass

de TB lo que de lugar & que T8 esté en estado de corte. De

éste modo, el colector de T8 tiens tensidén alte y en conse-

?cﬁencia la entrads de base 8 M9 tiene ténsién alta a fin de

- que TG esté en conduccidn. La salida de sincronismo esti to-

mada del emisor de T9 ¥ tiene nivel alto cuando T9 estd en
conduccién. De este modo, en el estsdo de almacenamiento "1"

de la memoria, la sefial a o a° de sincronismo de salida si-
Y ? —
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gue a la entrads Xa y X&“, respectivamente. Se observard
| y Xe’, resp _

que, con respecto 2 la entrada Xa’, tiene lugar el mismo
funcionamiento anteriormente descrito.

El transistor 17 es utilizado para fijar la ten-
sidén de colector de T5 para mantener el transistor T5 fuera
de saturacidén. Esto mejors de un modo importante ls varia-
¢ibén de retardo asfectada por el punto de colector del trensis-
tor T5. Hay otros once colectores de T5 de obras onée‘éeldas
de conjunto en las columnss 22, 26 conectados puntualmenbe
que reslizan la funcibn "O" y conectados a los respéctivos
pasos 40 y 41 separadores de salida.

'El mecanismo de acceso pars las celdas 1 de me-
moria en el conjurito esté représentado en forma de disgrama
de bloques en la figura 5. Las diversas funciones rspresen=
tadss por los blodués de la figura 5 son bien conocidaé ¥y
pueden ponerse en ejecucidén por ﬁuchos tipos de circuiﬁos co-
nocidos,

El circuito WDy~WD;, descodificador de palabra
del mecenismo de acceso estéd representsdo coms CulmuwLodor 4o
corriente controlado en serie (figura 6). La linea 42 de da-
tos de escritura a través del excitador D1 de escritura de
datos excita las doce entrsdas superiores de conmutador de
corrignte, como puede verse por las figuras 5 y 6. Cuando
tienen nivel bajo todas las entradas de direccidn s una de~

terminada puerta "I" selectora, ls corriente de dos miliame
Y ]
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perios procedente del generador CSG fuente de corriente
fIuird a través del conmutador de corriente superior lle-
vando a nivel bajo cuslquiera de las 1fneas XA o XA en fun-

cidén de los datos de escritura. Los otros once circuitos

~ tendrén al menos une entrada de direccidn con nivel glto,

asegurando asi que las corrientes derivsrén sus conmutado-
res de corriente superiores forzando ambas lineas XA.j_iI a’
un nivel alto. Loé detalles de este circuito estén represen—
tados en la figira 6,

Cuando estd seleccionado el descodificadcr de

palabre (uno de entre doce),’la entrada & cada uno de los

trensistores T1l, T12, T13 y T14 tiene nivel bajo y estos

cuatro transistores estén en estado de corte. ln consesuen~

cia, T15, dispuesto a modo de conmutador de corriente,- esta-

. ré en conduccidn. Eltransistor T15 actiis como fuente de co-

rriénte para el conmutador T16 y T17 de corriente Superior.
En este estado, un nivel alto (nivel ldgico "i") en 1a 1{-
nea 42 de datos de escriturs haréd entrar en conduccidn al

transistor,TlG y pondré al corte el tremnsistor L/ haciendo
qué XA tome nivel slto y XA tome nivel bajo. Esto da lugar
8 que se escriba un "1" 16gico en la celds de memoria,:comb
se representa en la figurs 4, Por el contrario, una entrada

de nivel bajo (nivel légico "O") sobre ls linea 42 de datos

‘de escritura hard que el transistor T16 esté en estado de

corte y Tl? en estado de conduccidn, heciendo asi que XA to~
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‘me nivel bajo y XA tome nivel alto, lo cusl es la condicidn

ﬁéra escribir un "O" ldgico en la celda de memoria. Cuando
no esté seleccionado el descodificador WD, es decir, tiene
nivel alto una de las cuatro entradas T1ll, T12, T13 y T14,
el transistor T15 estard en estado de corte el cual, a su
vez, desactiva la fuente de corriente de T16 y T1l7 y hace
que tomen nivel alto tanto XA como XA. Esto evitaré qﬁe la
celda de memoria (representada en la figura 4) sea afectada
pér la 1linea YA de bitio. J

Con referencia & la figura 5 puede verse gue el

excitador descodificedor de palabra estéd dividido en doce
descodificadores WDO-WDll de palabra. Estos descodifiéado-
res de palabra dan como salida un par de sefiales XA,‘fi que
gon complementariss y que son capaces de excitar cuéiduiera
de los doce pares de lineass de palabra seleccionadds'del ,
conjunto 12 de conmutadores de punto de cruce programable.
El registro 32 de desplszamiento tiene ocho pasos SRO-SR7,
de los cusles los primeros cuatro son utilizados pera fare
g0 a las doce lineas de palabra. Las cuatro sslidas de los
cuatro primeros pasos del reglstro de desplazamiento son re-
producidss por emplificedores separadores y asplicadas a los
doce descodificadores WDO-WDll de palabra de acuerdo con un
cddigo de custro entradas. Se observeréd que cada una de las
combinaciones de estado de los'cuatro pasos SRO-SR3 de re-

gistro de desplazesmiento da luger e la excitacién de uno de
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los excitadores WDO—WDll de palabra proporcionsndo asi la
descodificacidn de los datos desplazados en el registro de
desplazamiento. El excitador de palabra particular excita-
do produce un par de selidas seleccionando asi una de las

doce lineas o filas de palabrs en el conjunto. Las corrien-

tes necesarias para el funcionamiento de los excitadores
WDO—WDll de palabra se dbtienen de los generadores CSG fuen-

tés de corriente. La sefial de datos de escritura esta apli-

-cada a cada unc de los excitadores WDO-WD 11 de palabra s

traves del excitador Dl Los detos pasarén solamente a tra-
vés del excitador de palabra al que se ha tenido acceso por

la c0mb1nac16n de reglstro de desplazamiento correspondlen—

te & la combinacidn del excitador de palabra particular. Du~

‘rante la targas de datos del registro de desplazamieato o

cuando cambia el estado de los datos de escrltura, e& ‘exci~-

'tador D3 dé habilitscidn de escritura excita smbas salidas
'ﬂ'_de los amplificadores separadores de bitio O del registro de

~ desplazamiento. Debido a que todos los eircuitos estin exci-

tados pér alguna fase del bitio O, el resultado es que no se
selecciona ninguna linea de palabra durante el intervalo de
escriture no vélido. Solemente se mantienen con nivel salto
las saslidas de amplificador B separador ¥, por consiguiente,
las propiass salidas del registro 32 de desplazamiento son li-
bres’ de cambiar para cargar correctamente el registré de des-

plezamiento. La sefial de habilitacidén de sincronismo ¥y su ex~-
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citador D2 dejan fuera de conduccidén todos los generadores

CSG fuentes de corriente durante el periodo de lectura pa-

ra shorrar disipacién de potencia de la plaquita y corrien-

tes de alimentacidn.

El excitador 30 descodificador de bitio repre-
sentado en la figura 1 esta subdividido en catorce descodi-
ficadores BDO-BD15 de bitio. Estos estén conectados a los
4ltimos cistro pasos SR4-SR7 del registro 32 de despiéza—
miento de ocho pasos a través de los amplificadores B:sepa—
radores y las unidades BAS separadoras sumadoras de bitios

para proporcionar la descodificacidn de las cuatro posibles

-combinaciones. Puede verse que la salida YA de los respec-

tivos descodificadores de bitio es capaz de selecciohar una
de las catorce lineas de bitio en el conjunto 10. Le coinci-

dencia de la linea YA de bitio positiva que excite las ba-

ses de los dispositivos de escritiura en el conjunto 10 y la

linea de palebra negativa que procede de los descodificado-
res WDy~WD,, de palsbra sctive la conduccidén del dispositim
vo de escritura deseado en la posicidn deseads del sonjunto
10,

El descodificedor de bitio, como se representa

-en la figura 7, es esencislmente une puerta "Y" de diodos

de cuatro entradas. Cuando todas las entradas procedentes
de las unidades (BAS) separadoras sumadorss de bitios tie-

nen nivel alto, los cuatro transistores T20, T21, T22 y 723,
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que estin actusndo como diodos, no estmen conduccidn. Con-
secuentemente, la salida YA tomsrad nivel alto. Serd selec-—
cionada la correspondiente columna (uns de 14) del conjun-—
to de conmutadorés de punto de cruce representado en la fi-
gura 4. Cuando una cualquiera de las cuatro entradas tiene
nivel bajo, el correspondiente transistor estaré en conduc-

c¢ién y la salida YA tendra nivel bsjo. No serd seleccionads

la columna correspondiente del conjunto de conmutadores de

punto de cruce.

Adn cuando se ha expuesto y descrito el invento
particularmente con referencia a una realizacién preferida
del mismo, se entenderéd por los expertos en la téenica que
pueden hécerse los precedentes y otros cambios en la.forma
vy detalles del mismo sin apartarse del espiritu y alcance
del invento.

La presenté solicitud que corresponde a l% pre-—
sentads en Estados Unidos de América, el 23 de Noviembre de
1.973, bajo el n2 418,696, se scoge & loa beneficios del ar-

ticulo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

- REIVINDICACIONES =~

Los puntos de invencidn propia y nueva que se
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jpresentan para que seen objeto de esta solicitud de Paten-

té de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los gue se

recogen en las reivindicaciones siguientes:

la.- Un dispositivo programable de distribucidn
de seiisles, que comprende: una pluralidad de entradas y una
pluralidad de salidas; un conjunto de conmutadores de pun-
to de cruce conectados entre dichas entradas y dichéérsali-
das; una celda de memoria conectada a cada uno de diCﬁos
cénmutadores de punto de cruce; medios para escribir una se-
fiel en cads una de dichas celdas de memoria determinante del
estado del respectivo conmubtador de punto de cruce y de es-~
te modo abrir o cerrar dicho conmutador de punto de cruce
respectivo de scuerdo con diche sefisl conectando acsi ﬁna
cualquiera o més de -dichas entradas a una pluralidad selec-
cionada de sali&as; ,

2a,- Un dispositivo de acuerdo con la reivindi-
cacién lé;.en donde dichs pluralidad de salidas estén agru-~
padas en pares siendo cads sefial de cada par el complemento
de la otra gefial del par.

384~ Un dispositivo de acuerdo con la reivindi-
cacidn 22, en donde dicho conjunto de conmutadores de punto
de cruce comprende pares de circuitos "Y', recibiendo cada
circuito "Y" de ¢ada par una de dichas entradas de un par
resﬁectivo de entradas y la seflal pracedente de la respedti-

va celda de memoria,
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: 4a,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivindi-
cécidn 12, en donde dicha celda de memoria es un circuito

biestable uno de cuyos estados repreéenta el almacenamien-
to de un "1" y cuyo otro estado representa el slmacensmien—
to de un "0", teniendo cada paso del circuito biestable una

salida portadora de la sefial de salida complementarla de 1z

' seflal presénte en la salida del otro paso,

€.~ Un dispositivo de acuerdo con 1la reivindi-
cacién 12, en donde dichos medios para escribir en cada una
de dichas celdas de memoria incluyen un registro de despla—

zamlento para recibir datos de direccidn y medios excitado-

res descodificadores para descodificar la direccidn en el

‘registro de desplazamiento de modo que se almacena en la cel-

de de memoria a ls que se ha tenido aceeso una entrade de
sefiales de escri%ura.

6&,~ Un dispositive de acuerdo con la reivindi-
cacidn lé, en donde dichas senales de entrada aplicadas &
diches entradas son impulsos de sincronismo en diferentes
instentes, estando conectados los impulsos de sincronismo a

las respectivas salidas por los conmutadores de punto de cru-

" cg carrados.

72.- Un dispositivo programable de distribucidn

de seifiales,

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an-

tecede,. representsdo en los dibujos que se acompafian ¥ para
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los fines gque se han especificado.

Esta Memoria consta de veintiuna hojasescritas

a maquina por una sola cara.

Madrid, :
.40 FEB. 19831

6~-2-75 ' - 21 -
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